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Infrarot! ‚ode 

Die VQ 175 ist eine GaAlAs-Infraerotemitterdiode mit Buchsengehäuse, das mittels einer lösbaren 

Steckverbindung mit einem LWL-Kabel verbunden werden kann. 

Sie ist für den Einsatz in LWL-Übertragungssystemen beatimmt. 

Grenzwerte 

Kurzzei! min, Einheit 

Durehlnßgä.i.eh.atrol 
F = 50 %C 

TKrp = 3,3 mA/K 
50 % < A ä 70 % 

periodischer Spitzen- : 

C = 50 % Ippau - 200 m 

Tkyp = 6,7 m/K 
50 % <A%10%, 

*p = 10 jus; 

112 

Sperrgleichspannung 

fı m -40 447 70 °C 

periodische Spitzen- 
Sperrspannung 
F = 40 ... 70 ° Ura a 2 v



Fortsetzung 

Isolationsspannung 

d q00 .. 70 %C 

Sperrschichttemperatur 

Betriebstemperatur- 
bereich 

Lagerungstemperatur- 
bereich über eine Zeit 
von 1 Monat 

Kenngrößen ( A = 25 °C) 

Durchlaßgleichspannung 

Ip= 100 mi 

eingekoppelte Strahlungs- 
ieistung 

I? = 100 mA, dk = 50 un 

dll = 125 I.um‚ 

NA = 0,2 

Dauerstrahlungs- 
leistung 

15 >= 100 mA 

” Sperrgleichstrom 

IIR =2V 

Impulsanstiegszeit, 
Impulsabfallzeit 

;FRH = 100 m, 

tp = 1 ‚mB. 

’P = 10 kHz 

Isolationswiderstand 

Ui8 7V 

Wellenlänge der 
maximalen Emission 

IF = 100 mA 

spektrale Strahlungs- 
bandbreite 

IP = 100 m& 0,5 

Kurzz a:l.ch-en min. MaxX, Einheit 

Uig - 7 v 

43 - 80 ° 

A =40 70 ® 

47‚’„z =50 50 % 

Kurzzeichen __ min, max. Einheit 

Ugr ; - 2,2 -\' 

EPL‘I!I. 25 - „uW 

& 4 - mW 

Ir - 10 yah 

:Ir.f. - 30 n5 

är 1 - MOhm 

A 790 850 nm 

AA - 50 nm
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Bild 1: Gehäuse 

T (Anode und Eatode 

vom Gehäuse 180liert) 

Masse: 4 g 
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A =25°C 
ÖE Bild 2: Mittlere Abhängigkeit der Durchlaß- 

0 10 50 100____ IF mA gleichspannung vom Durchlaßgleich- 
strom
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Bild 3: Mittlere Abhängigkeit der eingekoppelten 

025 20 40 60 __ Ayaft 

Bild 4: Mittlere Tenperaturabhängigkeit der 
Strahlungsleistung vom Durchlaßgleichstrom eingekoppelten Strahlungsleistung 
( = 25 %, OI - Faser, dy= 50 jum, 
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Bild 5: Mittlere Abhängigkeit des Temperaturkoeffizienten der 

Durchlaßgleichspannung vom Durchlaßgleichstrom 
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Womm 
hıch dar Information! 

Es können daraus keine L 69 

L“ä.'..."'";.:.'.."„.....—."."a... e 
im Sinne das techni LKA 
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